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【はじめに】 有機/金属界面における界面ポテンシャルから生じる接触抵抗を解決する試みとして

我々は有機半導体層に化学反応を起こして選択的に伝導性のある電荷移動錯体を形成し電極とす

るセルフコンタクト有機トランジスタを報告してきた[1,2]。今回は高い移動度を期待できる

HMTTF を活性層に、印刷法で作成した(HMTTF)(TCNQ)電極を用いたデバイスの性能について報

告する。また、セルフコンタクト技術の拡大を目指して開発した新規電荷移動錯体(BTBT)2PF6の

構造と伝導性についても報告する。 

【実験と結果】 ポリスチレンをスピンコートした SiO2基板に HMTTFを真空蒸着して薄膜を作成

した[3]。アセトニトリル：ジメチルスルホキシド(1:1)溶液に TCNQ を 0.5 wt%の濃度で溶かし、

インクジェット法で印刷した。その後、真空中で 60 C、12 hアニールした。真空でトランジスタ

特性を測定し、その後大気下で測定した。移動度はおよそ 1cm
2
/Vs、TLM 法で見積もった接触抵

抗は 6 k cmとなった（Fig.1）。これは金電極トップコンタクトデバイスと同レベルの値である。

一般に有機電荷移動錯体の伝導率は無機金属と比べて低い。しかしデバイスの特性は大きく変わ

らない。これは有機電荷移動錯体電極を形成することで、活性層の HOMOに非常に近い位置に電

極のフェルミレベルを構築できたからだと考えられる。 

 一方、電解結晶法で作成した(BTBT)2PF6の単結晶の構造を Fig.2に示す。結晶系は正方晶系で、c

軸方向に BTBT 分子がユニフォームなトランスファーを形成している。室温における伝導度は

1500 S/cmで有機伝導体の中でも非常に高い。これまで BTBTを用いた有機導体の例はなく、BTBT

は TTF系に比べて非常に弱い電子ドナーであるにもかかわらず、安定で高伝導な錯体を作る点が

特徴である[4]。 

  

Fig.1 Estimation of contact resistance by the 

transfer-line method. 
Fig.2 Crystal structure of (BTBT)2PF6. 
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